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- Vorteile der Flip Chip Montage auf LTCC
- Zuverlassigkeitsuntersuchungen
- Ausblick




- Typenubersicht CSP*s
- Wafer Level CSP = Flip Chip?
- Vergleich CSP und COB

- < 1.5 x Flache des bare die

- ca. 50 versch. Typen gegenwartig im Einsatz

- AnschlufZkonfiguration noch nicht spezifiziert:
BGA : 1.27 mm typ.
CSP: 0.8mm, 0.5mm, 0.35mm
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- Bare die Abmessungen

- Bondpad-Pitch

- Anzahl I/O

- CSP Typ

- Freiflache fur Underfill / Glop Top
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Parameter Standard | Advanced
a) |Line Width 150 um 75 um
b) [Line Space 150 pum 75 um
¢) |Via-Diameter 130 um 90 um
d) [min. Via-Pitch 350 um 250 um
e) | Via-Catchpad (postfire) 250 um 180 pm

Via-Catchpad (cofire) 200 um 140 um
f) [max. Number of Stacked Via$ 3 6
g) [Layer Count 4-6 8-10
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- 100 pm lines/spaces
- partial <75 pum
- 250 pm Vialandpads

- 125 pm lines/spaces
- partial 100 pm
- 150 um Vias

- 250 um lines/spaces
- 150 pm Vias




- Leiterbahnbreite 150 um
- Leiterbahn-Abstand 100 pm

- Ag- System

- Entflechtung uber 2 Innenlagen

. Korrekte Fiillung von Vias (griin) Korrekte Fillung von Vias
Viatiberfiillung (gesintert)

- mogliche Kurzschlusse
- Delamination
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800 um Pitch CSP 500 pm Pitch CSP
- full array - 3rows
-491/0 -96 1/0

300 um Pitch CSP
- 2 rows
-1201/0

B T

Verdreht platziertes BGA-Board vor Reflow

Bestiickversatz bis zu halbem
Paddurchmesser tolerierbar

BGA-Board nach Reflow (selbstzentriert)




Widerstande im Underfill-Dispensbereich

(48h - Alterung unter Normalbedingungen)

48h/Underfill(48h) - Underfill 1
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DP 951 Ferro A6-M Heratape

thermal conductivity

-LTCC:2-3W/mK
- with thermal vias: 10 - 20 W/m K

cavities can shorten the thermal path to the heat sink

GaAs




- Kurzschluisse
- freiliegende Lotkugeln
- etc.

Ultraschalluntersuchung

- Voids im Underfill
- Delaminationen

CSP mit Voids um

CSP mit geringer
Lotbumps

Neigung zu Voids

Testobjekt Testbedingungen Ausfallméglichkeiten

Daisy Chain Test Die  Temperaturwechsel 125°C/-55°C  Delamination Underfill

gedruckte Widerstande  Temperaturschock Lotstellenermiidung
1000h biased 85°C/85% r.h. Migration/Kurzschliisse
1000h 125°C Bruch von Lotverbindungen

mechanische Belastungstests  Widerstandsdrift




